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(57)【要約】
【課題】製造工数の低減を図った表示装置の製造方法の
提供。
【解決手段】半導体層に少なくともチャネル領域とソー
ス・ドレイン領域を備える薄膜トランジスタが基板に形
成されている表示装置の製造方法であって、
　　前記薄膜トランジスタは、
　前記半導体層の形成領域と重なる領域にゲート電極を
形成する工程と、
　前記ゲート電極上の前記チャネル領域の形成領域と重
なる領域に開口を有する絶縁膜を形成する工程と、
　前記絶縁膜を被い前記開口によって段差を有するゲー
ト絶縁膜を形成する工程と、
　前記ゲート絶縁膜上に、前記ゲート電極と重ねられ、
前記絶縁膜の開口によって段差を有する半導体層を形成
する工程と、
　前記半導体層をも被って表面が平坦な保護膜を形成す
る工程と、
　前記保護膜を通して、エネルギー調整された不純物打
ち込みによって、前記半導体層に少なくともソース・ド
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体層に少なくともチャネル領域とソース・ドレイン領域を備える薄膜トランジスタ
が基板に形成されている表示装置の製造方法であって、
　前記薄膜トランジスタは、
　前記半導体層の形成領域と重なる領域にゲート電極を形成する工程と、
　前記ゲート電極上の前記チャネル領域の形成領域と重なる領域に開口を有する絶縁膜を
形成する工程と、
　前記絶縁膜を被い前記開口によって段差を有するゲート絶縁膜を形成する工程と、
　前記ゲート絶縁膜上に、前記ゲート電極と重ねられ、前記絶縁膜の開口によって段差を
有する半導体層を形成する工程と、
　前記半導体層をも被って表面が平坦な保護膜を形成する工程と、
　前記保護膜を通して、エネルギー調整された不純物打ち込みによって、前記半導体層に
少なくともソース・ドレイン領域を形成する工程を経て形成することを特徴とする表示装
置の製造方法。
【請求項２】
　前記絶縁膜は、前記ゲート電極の前記チャネル領域の形成領域と重なる領域に開口を有
する第１絶縁膜と、前記第１絶縁膜に積層され、前記開口と同心状に該開口よりも大きな
開口を有する第２絶縁膜で構成され、
　前記保護膜を通して、エネルギー調整された不純物打ち込みによって、前記半導体層の
チャネル領域とソース・ドレイン領域の間にＬＤＤ領域を形成する工程を含むことを特徴
とする請求項１に記載の表示装置の製造方法。
【請求項３】
　前記第１絶縁膜の開口、および前記第２絶縁膜の開口は、その側壁面において前記基板
側から末広がるテーパを形成することを特徴とする請求項２に記載の表示装置の製造方法
。
【請求項４】
　前記絶縁膜の開口は、その側壁面において前記基板側から末広がるテーパを形成し、
　前記保護膜を通して、エネルギー調整された不純物打ち込みによって、前記絶縁膜の開
口のテーパ上にＬＤＤ領域を形成する工程を含むことを特徴とする請求項１に記載の表示
装置の製造方法。
【請求項５】
　前記保護膜は、前記半導体層に少なくともチャネル領域、およびソース・ドレイン領域
を形成した後に、前記ソース・ドレイン領域の表面を露出させるための表面エッチングを
行う工程を含むことを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載の表示装置の製造方
法。
【請求項６】
　半導体層に少なくともチャネル領域とソース・ドレイン領域を備える薄膜トランジスタ
が基板に形成されている表示装置であって、
　前記薄膜トランジスタは、
　前記半導体層の形成領域と重なる領域に形成されたゲート電極と、
　前記ゲート電極上に前記チャネル領域の形成領域と重なる領域に開口を有して形成され
た絶縁膜と、
　前記絶縁膜を被い前記開口によって段差を有して形成されたゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上に、前記ゲート電極と重ねられ、前記絶縁膜の開口によって段差を
有して形成された半導体層と、
　前記半導体層をも被って形成された表面の平坦な保護膜と、を備え、
　前記半導体層は、平面的に観て、前記絶縁膜の開口内の領域にチャネル領域が形成され
、前記絶縁膜の開口外で該絶縁膜上の領域にソース・ドレイン領域が形成されていること
を特徴とする表示装置。
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【請求項７】
　前記絶縁膜は、前記ゲート電極上に前記チャネル領域の形成領域と重なる領域に開口を
有する第１絶縁膜と、前記第１絶縁膜に積層され、前記開口と同心状に該開口よりも大き
な開口を有する第２絶縁膜で構成され、
　前記半導体層は、前記第１絶縁膜の開口内の領域にチャネル領域、前記第１絶縁膜の開
口外で前記第２絶縁膜の開口内の領域にＬＤＤ領域、前記第２絶縁膜の開口外で前記第２
絶縁膜上の領域にソース・ドレイン領域が形成されていることを特徴とする請求項６に記
載の表示装置。
【請求項８】
　前記第１絶縁膜の開口、および前記第１絶縁膜の開口は、その側壁面において前記基板
側から末広がるテーパが形成されていることを特徴とする請求項７に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記絶縁膜の開口は、その側壁面において前記基板側から末広がるテーパが形成され、
　前記半導体層の前記テーパ上にＬＤＤ領域が形成されていることを特徴とする請求項６
に記載の表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は表示装置およびその製造方法に係り、特に、その基板に薄膜トランジスタが形
成されている表示装置およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　いわゆるアクティブ・マトリックス型の表示装置は、その基板上の表示領域にマトリッ
クス状に配置される複数の画素を有し、前記表示領域の周辺に前記各画素を独立に駆動す
る駆動回路（走査信号駆動回路、映像信号駆動回路）が形成されたものが知られている。
【０００３】
　このような表示装置は、行方向に配列される各画素を、それらに共通に設けられたゲー
ト信号線を介して走査信号駆動回路からの信号（走査信号）によって列方向に順次選択し
、この選択のタイミングに合わせて、列方向に配列される各画素に共通に設けられたドレ
イン信号線を介して映像信号回路から前記選択された各画素に信号（映像信号）を供給す
るようになっている。
【０００４】
　このため、前記各画素には前記走査信号の供給によってオンされ該オンの際に映像信号
を当該画素に取り込むための薄膜トランジスタが備えられ、前記駆動回路においてもたと
えばシフトレジスタを構成するための多数の薄膜トランジスタが備えられた構成となって
いる。
【０００５】
　ここで、薄膜トランジスタは、いわゆるＭＩＳ（Metal Insulator Semiconductor）型
構造からなり、そのゲート電極が、半導体層よりも下層に配置されるもの（ボトムゲート
型と称される）、半導体層よりも上層に配置されるもの（トップゲート型と称される）が
知られている。
【０００６】
　この場合、該薄膜トランジスタが形成される基板の裏面側にバックライトが配置される
場合、該薄膜トランジスタはボトムゲート型で形成することが好ましいとされる。ゲート
電極が遮光膜の機能を果たし、前記バックライトの光が半導体層に照射されるのを防ぎ、
薄膜トランジスタのフォトコンによるオフ電流の増加を回避できるからである。
【０００７】
　ボトムゲート型の薄膜トランジスタ、その製造方法に関しては、たとえば下記特許文献
１に開示がなされている。
【特許文献１】特開２００２－１４１５１４号公報



(4) JP 2010-10160 A 2010.1.14

10

20

30

40

50

【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、ボトムゲート型の薄膜トランジスタは、トップゲート型の薄膜トランジスタの
場合と比較すると、一般に、製造工数が増大する傾向がある。
【０００９】
　トップゲート型の薄膜トランジスタは、その半導体層の形成後に形成したゲート電極を
マスクとして前記半導体層にイオン打ち込みができ、これにより、チャネル領域、ソース
・ドレイン領域を自己整合的にできるのに対し、ボトムゲート型の薄膜トランジスタは、
構造上の相異から、上述した手法を採用することができないからである。
【００１０】
　それ故、ボトムゲート型の薄膜トランジスタにおいても、そのチャネル領域、ソース・
ドレイン領域を自己整合的に形成し、表示装置の製造工数の低減を図ることが要望される
に至っている。
【００１１】
　本発明の目的は、製造工数の低減を図った表示装置の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の構成は、たとえば、以下のようなものとすることができる。
【００１３】
（１）本発明の表示装置の製造方法は、たとえば、半導体層に少なくともチャネル領域と
ソース・ドレイン領域を備える薄膜トランジスタが基板に形成されている表示装置の製造
方法であって、
　前記薄膜トランジスタは、
　前記半導体層の形成領域と重なる領域にゲート電極を形成する工程と、
　前記ゲート電極上の前記チャネル領域の形成領域と重なる領域に開口を有する絶縁膜を
形成する工程と、
　前記絶縁膜を被い前記開口によって段差を有するゲート絶縁膜を形成する工程と、
　前記ゲート絶縁膜上に、前記ゲート電極と重ねられ、前記絶縁膜の開口によって段差を
有する半導体層を形成する工程と、
　前記半導体層をも被って表面が平坦な保護膜を形成する工程と、
　前記保護膜を通して、エネルギー調整された不純物打ち込みによって、前記半導体層に
少なくともソース・ドレイン領域を形成する工程を経て形成することを特徴とする。
【００１４】
（２）本発明の表示装置の製造方法は、たとえば、（１）の構成を前提とし、前記絶縁膜
は、前記ゲート電極の前記チャネル領域の形成領域と重なる領域に開口を有する第１絶縁
膜と、前記第１絶縁膜に積層され、前記開口と同心状に該開口よりも大きな開口を有する
第２絶縁膜で構成され、
　前記保護膜を通して、エネルギー調整された不純物打ち込みによって、前記半導体層の
チャネル領域とソース・ドレイン領域の間にＬＤＤ領域を形成する工程を含むことを特徴
とする。
【００１５】
（３）本発明の表示装置の製造方法は、たとえば、（２）の構成を前提とし、前記第１絶
縁膜の開口、および前記第２絶縁膜の開口は、その側壁面において前記基板側から末広が
るテーパを形成することを特徴とする。
【００１６】
（４）本発明の表示装置の製造方法は、たとえば、（１）の構成を前提とし、前記絶縁膜
の開口は、その側壁面において前記基板側から末広がるテーパを形成し、
　前記保護膜を通して、エネルギー調整された不純物打ち込みによって、前記絶縁膜の開
口のテーパ上にＬＤＤ領域を形成する工程を含むことを特徴とする。
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【００１７】
（５）本発明の表示装置の製造方法は、たとえば、（１）ないし（４）のいずれかの構成
を前提とし、前記保護膜は、前記半導体層に少なくともチャネル領域、およびソース・ド
レイン領域を形成した後に、前記ソース・ドレイン領域の表面を露出させるための表面エ
ッチングを行う工程を含むことを特徴とする。
【００１８】
（６）本発明の表示装置は、たとえば、半導体層に少なくともチャネル領域とソース・ド
レイン領域を備える薄膜トランジスタが基板に形成されている表示装置であって、
　前記薄膜トランジスタは、
　前記半導体層の形成領域と重なる領域に形成されたゲート電極と、
　前記ゲート電極上に前記チャネル領域の形成領域と重なる領域に開口を有して形成され
た絶縁膜と、
　前記絶縁膜を被い前記開口によって段差を有して形成されたゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上に、前記ゲート電極と重ねられ、前記絶縁膜の開口によって段差を
有して形成された半導体層と、
　前記半導体層をも被って形成された表面の平坦な保護膜と、を備え、
　前記半導体層は、平面的に観て、前記絶縁膜の開口内の領域にチャネル領域が形成され
、前記絶縁膜の開口外で該絶縁膜上の領域にソース・ドレイン領域が形成されていること
を特徴とする。
【００１９】
（７）本発明の表示装置は、たとえば、（６）の構成を前提とし、前記絶縁膜は、前記ゲ
ート電極上に前記チャネル領域の形成領域と重なる領域に開口を有する第１絶縁膜と、前
記第１絶縁膜に積層され、前記開口と同心状に該開口よりも大きな開口を有する第２絶縁
膜で構成され、
　前記半導体層は、前記第１絶縁膜の開口内の領域にチャネル領域、前記第１絶縁膜の開
口外で前記第２絶縁膜の開口内の領域にＬＤＤ領域、前記第２絶縁膜の開口外で前記第２
絶縁膜上の領域にソース・ドレイン領域が形成されていることを特徴とする。
【００２０】
（８）本発明の表示装置は、たとえば、（７）の構成を前提とし、前記第１絶縁膜の開口
、および前記第１絶縁膜の開口は、その側壁面において前記基板側から末広がるテーパが
形成されていることを特徴とする。
【００２１】
（９）本発明の表示装置は、たとえば、（６）の構成を前提とし、前記絶縁膜の開口は、
その側壁面において前記基板側から末広がるテーパが形成され、
　前記半導体層の前記テーパ上にＬＤＤ領域が形成されていることを特徴とする。
【００２２】
　なお、上記した構成はあくまで一例であり、本発明は、技術思想を逸脱しない範囲内で
適宜変更が可能である。また、上記した構成以外の本発明の構成の例は、本願明細書全体
の記載または図面から明らかにされる。
【発明の効果】
【００２３】
　上記表示装置の製造方法によれば、製造工数の低減を図ることができる。本発明のその
他の効果については、明細書全体の記載から明らかにされる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　本発明の実施例を、図面を参照しながら説明する。なお、各図および各実施例において
、同一または類似の構成要素には同じ符号を付し、説明を省略する。
【００２５】
〈実施例１〉
（表示装置の全体構成）
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　図２は、本発明による表示装置の実施例１を示す平面図である。図２は、たとえば携帯
電話器に組み込まれる液晶表示装置の全体構成を示している。
【００２６】
　図２において、液晶表示装置は、たとえばガラスからなる矩形状の基板ＳＵＢ１および
基板ＳＵＢ２によって外囲器を構成するようになっている。基板ＳＵＢ１と基板ＳＵＢ２
との間には液晶（図示せず）が挟持され、この液晶は、基板ＳＵＢ１と基板ＳＵＢ２を固
定するシール材ＳＬによって封入されている。該シール材ＳＬによって液晶が封入された
領域は、その僅かな周辺を除いた中央部において液晶表示領域ＡＲを構成するようになっ
ている。この液晶表示領域ＡＲは複数の画素がマトリックス状に配置された領域となって
いる。
【００２７】
　前記基板ＳＵＢ１の下側辺部は、基板ＳＵＢ２から露出する部分を有し、この部分には
、外部から信号を入力させるフレキシブル基板ＦＰＣの一端が接続されるようになってい
る。また、前記基板ＳＵＢ１上において、前記フレキシブル基板ＦＰＣと前記基板ＳＵＢ
２の間の領域にはチップからなる半導体装置ＳＣＮが搭載されている。この半導体装置Ｓ
ＣＮは、基板ＳＵＢ１の面に形成された配線ＷＬを介して前記フレキシブル基板ＦＰＣか
らの各信号が入力されるようになっている。
【００２８】
　また、シール材ＳＬと前記液晶表示領域ＡＲの間の領域であって、該液晶表示領域ＡＲ
のたとえば左側の領域には走査信号駆動回路Ｖ、下側の領域にはＲＧＢスイッチング回路
ＲＧＢＳが形成されている。これら走査信号駆動回路Ｖ、およびＲＧＢスイッチング回路
ＲＧＢＳには前記半導体装置ＳＣＮから信号が供給されるようになっている。走査信号駆
動回路Ｖは後述する複数のゲート信号線ＧＬに走査信号を順次供給するための回路からな
り、ＲＧＢスイッチング回路ＲＧＢＳは後述する複数のドレイン信号線ＤＬに供給する映
像信号を赤色用、緑色用、および青色用ごとに時系列的に切り替える回路からなっている
。
【００２９】
　ここで、前記走査信号駆動回路ＶおよびＲＧＢスイッチング回路ＲＧＢＳは、前記液晶
表示領域ＡＲ内の画素の形成と並行して基板ＳＵＢ１上に形成される回路であり、それぞ
れ複数の薄膜トランジスタ（図示せず）を備えて構成されるようになっている。
【００３０】
　前記液晶表示領域ＡＲには、ゲート信号線ＧＬ、ドレイン信号線ＤＬ、および対向電圧
信号線ＣＬが形成されている。前記ゲート信号線ＧＬは、図中ｘ方向に延在しｙ方向に並
設され、それらの左側端は、前記走査信号駆動回路Ｖに接続されている。前記ドレイン信
号線ＤＬは、図中ｙ方向に延在しｘ方向に並設され、それらの下端は、前記ＲＧＢスイッ
チング回路ＲＧＢＳに接続されている。前記対向電圧信号線ＣＬは、隣接するゲート信号
線ＧＬの間に該ゲート信号線ＧＬと並行に形成され、その一端（たとえば図中右側端）は
共通に接続され、前記半導体装置ＳＣＮから基準信号（映像信号に対して基準となる信号
）が供給されるようになっている。
【００３１】
　隣接する一対のゲート信号線ＧＬと隣接する一対のドレイン信号線ＤＬとで囲まれる領
域（たとえば図中点線楕円枠内）は画素ＰＩＸの領域に相当するようになっている。画素
ＰＩＸは、図中実線楕円枠Ａ内の拡大された図に示すように、ゲート信号線ＧＬからの走
査信号によってオンされる薄膜トランジスタＴＦＴと、このオンされた薄膜トランジスタ
ＴＦＴを介してドレイン信号線ＤＬからの映像信号が供給される画素電極ＰＸと、前記対
向電圧信号線ＣＬに接続され基準信号が供給される対向電極ＣＴを備えて構成されている
。画素電極ＰＸと対向電極ＣＴの間には電圧差に応じた電界が生じ、この電界によって液
晶が駆動されるようになっている。
【００３２】
　図２では、携帯電話器に組み込まれる液晶表示装置を例に揚げて説明したが、本発明は
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、この種の液晶表示装置に限定されることはない。
【００３３】
（薄膜トランジスタ）
　図１は、前記基板ＳＵＢ１上に形成される薄膜トランジスタの実施例１の断面図である
。ここで、図１に示す薄膜トランジスタは、前記画素ＰＩＸ、走査信号駆動回路Ｖ、ＲＧ
Ｂスイッチング回路ＲＧＢＳにそれぞれ備えられる薄膜トランジスタの全てに適用させる
必要はない。たとえば、走査信号駆動回路Ｖのみ、あるいはＲＧＢスイッチング回路ＲＧ
ＢＳのみの薄膜トランジスタに適用するようにしてもよい。
【００３４】
　図１において、基板ＳＵＢ１の表面にゲート電極２が形成されている。このゲート電極
２は、平面的に観て、後述する薄膜トランジスタの半導体層ＰＳのチャネル領域のみでな
く前記半導体層ＰＳに重なるように形成されている。後述で明らかとなるように、前記半
導体層ＰＳの形成領域において第１絶縁膜３と第２絶縁膜４を用いて段差を作る必要があ
るからである。
【００３５】
　基板ＳＵＢ１の表面には、前記ゲート電極２をも被って第１絶縁膜３が形成されている
。この第１絶縁膜３には、平面的に観て、前記薄膜トランジスタの半導体層ＰＳのチャネ
ル領域と重なる部分に開口ＨＬ１が形成されている。
【００３６】
　また、前記第１絶縁膜３の上面には、第２絶縁膜４が形成され、この第２絶縁膜４には
、第１絶縁膜３の前記開口ＨＬ１と同心状に該開口ＨＬ１よりも面積の大きな開口ＨＬ２
が形成されている。これにより、前記第２絶縁膜４と第１絶縁膜３の表面は、前記開口Ｈ
Ｌ２および前記開口ＨＬ１の近傍において高さの異なる段差が形成されることになる。
【００３７】
　前記段差は、高さの異なる３つの面、すなわち、前記第１絶縁膜３の開口ＨＬ１内のゲ
ート電極２の表面、前記第２絶縁膜４の開口ＨＬ２内であって前記第１絶縁膜３の表面、
前記第２絶縁膜４の開口ＨＬ２外であって前記第２絶縁膜４の表面を有して形成されるよ
うになっている。
【００３８】
　基板ＳＵＢ１面には、前記第１絶縁膜３、第２絶縁膜４をも被ってゲート絶縁膜５が形
成されている。このゲート絶縁膜５の表面は前記第１絶縁膜３および第２絶縁膜４による
段差がそのまま浮上して顕在化されている。
【００３９】
　前記ゲート絶縁膜５の上面には前記ゲート電極２と重ねられるようにして半導体層ＰＳ
が形成されている。これにより、前記半導体層ＰＳは、平面的に観て、前記第１絶縁膜３
の開口ＨＬ１内、前記第２絶縁膜４の開口ＨＬ２内であって前記第１絶縁膜３上、前記第
２絶縁膜４の開口ＨＬ２外であって前記第２絶縁膜４上、において高さの異なる３段階構
造の半導体層として構成される。
【００４０】
　この半導体層ＰＳは、平面的に観て、前記第１絶縁膜３の開口ＨＬ１内の領域において
たとえばＰ（－）型不純物がドープされたチャネル領域８、前記第２絶縁膜４の開口ＨＬ
２内であって前記第１絶縁膜３上の領域においてたとえばＮ（－）型不純物がドープされ
たＬＤＤ領域９、前記第２絶縁膜４の開口ＨＬ２外であって前記第２絶縁膜４上の領域に
おいてたとえばＮ（＋）型不純物がドープされたソース・ドレイン領域１０が形成されて
いる。ここで、前記チャネル領域８、ＬＤＤ領域９、およびソース・ドレイン領域は半導
体層ＰＳ内において途切れのない連続した状態で形成されている。基板ＳＵＢ１面には、
前記半導体層ＰＳをも被って保護膜７が形成されている。この保護膜７の表面は平坦に形
成されている。そして、前記保護膜７の上面には、該保護膜７に形成されたスルーホール
１１を通して前記ソース・ドレイン領域１０の一部と接続されるソース・ドレイン電極１
２が形成されている。



(8) JP 2010-10160 A 2010.1.14

10

20

30

40

50

【００４１】
　なお、ＭＩＳ（Metal Insulator Semiconductor）型の薄膜トランジスタにおいて、そ
の使用態様によって、前記ソース・ドレイン領域１０は、一方がソース領域となり、他方
がドレイン領域として機能するが、この明細書では、説明を簡単にするため、いずれの領
域もソース・ドレイン領域１０と称する。前記ソース・ドレイン領域１０と電気的に接続
されるソース・ドレイン電極１２に関しても同様である。
【００４２】
　上述ように構成された薄膜トランジスタは、その半導体層ＰＳのソース・ドレイン領域
１０がゲート電極２と重畳して形成されている。このため、該ソース・ドレイン領域１０
とゲート電極２との間に発生する寄生容量が増大することが懸念される。しかし、前記半
導体層ＰＳは、その段差構造によって、前記ソース・ドレイン領域１０は、チャネル領域
８よりも高い位置にあり、ゲート電極２との間に、第１絶縁膜３、第２絶縁膜４、ゲート
絶縁膜５が存在し、前記寄生容量の増大を抑制できる効果を奏する。
【００４３】
　また、前記保護膜７は、前記半導体層ＰＳの段差構造によって、該半導体層ＰＳのチャ
ネル領域８上において、ソース・ドレイン領域１０等の他の領域よりも膜厚を大きくして
形成できることになる。これにより、該保護膜７上に形成される信号線等からの電界が前
記半導体層ＰＳのチャネル領域８に影響を及ぼすことが少なく、いわゆるバックチャネル
の発生を抑制できる効果を奏する。
【００４４】
（薄膜トランジスタの製造方法）
　図３（ａ）ないし（ｅ）、および図４（ａ）ないし（ｂ）は、図１に示した薄膜トラン
ジスタの製造方法の一実施例を示す工程図である。以下、工程順に説明をする。
【００４５】
　工程１．（図３（ａ））
　基板ＳＵＢ１の表面にたとえば金属からなる導電膜を形成し、フォトリソグラフィ技術
による選択エッチングにより、ゲート電極２を形成する。
【００４６】
　工程２．（図３（ｂ））
　基板ＳＵＢ１上に前記ゲート電極２をも被って第１絶縁膜３、第２絶縁膜４を順次形成
する。第１絶縁膜３、第２絶縁膜４のそれぞれの膜厚はたとえば５０ｎｍ以上とする。
【００４７】
　工程３．（図３（ｃ））
　前記第１絶縁膜３、第２絶縁膜４に、それぞれ、同心状の開口ＨＬ１、開口ＨＬ２を設
ける。前記第１絶縁膜３に形成した開口ＨＬ１は面積が小さく、前記第２絶縁膜４に形成
した開口ＨＬ２は面積が大きくなるように形成する。ここで、前記第１絶縁膜３に形成し
た開口ＨＬ１は、平面的に観て、後述の薄膜トランジスタのチャネル領域に重ねられるよ
うになっている。また、第１絶縁膜３に形成した開口ＨＬ１の側壁面、第２絶縁膜４に形
成した開口ＨＬ２の側壁面は、それぞれ、基板ＳＵＢ１側から末広がるテーパが形成され
るようになっている。
【００４８】
　この場合の形成方法として、前記第１絶縁膜３をたとえばシリコン窒化膜、前記第２絶
縁膜４をたとえばシリコン酸化膜として、順次形成する。そして、前記第２絶縁膜４の表
面に形成したフォトレジストマスクを用いて、ＨＦ系のエッチング液で該第２絶縁膜４の
開口ＨＬ２を形成する。この場合の前記フォトレジストマスクの開口は前記第１絶縁膜４
の開口ＨＬ１の大きさとほぼ同じ大きさで形成され、前記第２絶縁膜４の開口ＨＬ２は前
記開口よりも約１μｍ広くなるようにして形成する。そして、前記第２絶縁膜４の表面か
ら約１０ｎｍの厚さの部分において残りの厚さの部分よりＨＦ系のエッチング液に対して
エッチングレートが高い膜とすることで、前記開口ＨＬ２にテーパを形成することができ
る。次に、前記フォトレジストマスクをそのまま残存させ、ウェットエッチングあるいは
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ドライエッチングによって前記第１絶縁膜３に開口ＨＬ１を形成する。この場合も、前記
第１絶縁膜４の表面から約１０ｎｍの厚さの部分において残りの厚さの部分よりエッチン
グレートが高い膜とすることで、前記開口ＨＬ１にテーパを形成することができる。
【００４９】
　このような形成方法を採用することにより、１回のフォトリソ工程で、第１絶縁膜３、
第２絶縁膜４にそれぞれ大きさの異なる開口ＨＬ１、開口ＨＬ２を形成することができる
。また、このような形成方法に限定されず、たとえばハーフ露光を用いることによっても
１回のフォトリソ工程で済むことができる。
【００５０】
　工程４．（図３（ｄ））
　前記第１絶縁膜３、前記第２絶縁膜４上に、それらの開口ＨＬ１、開口ＨＬ２をも被っ
て、シリコン酸化膜からなるゲート絶縁膜５を形成する。
【００５１】
　前記ゲート絶縁膜５の上面にアモルファスシリコン層を形成し、該アモルファスシリコ
ン層をレーザ照射によってポリシリコン層に変質させ、このポリシリコン層をパターン化
することにより半導体層ＰＳを形成する。この半導体層ＰＳは、平面的に観て、前記第１
絶縁膜３の開口ＨＬ１内、前記第２絶縁膜４の開口ＨＬ２内であって前記第１絶縁膜３上
、前記第２絶縁膜４の開口ＨＬ２外であって前記第２絶縁膜４上、において高さの異なる
３段階構造として構成される。
【００５２】
　なお、この半導体層ＰＳは、前記第１絶縁膜３の開口ＨＬ１、前記第２絶縁膜の開口Ｈ
Ｌ２は、それぞれ、その側壁面にテーパが形成されていることから、途切れのない連続し
た３段階構造となる。
【００５３】
　工程５．（図３（ｅ））
　前記ゲート絶縁膜５の上面に、前記半導体層ＰＳをも被って、保護膜７を形成する。こ
の保護膜７は、塗布によって形成できる有機絶縁膜で、平坦化された表面を有するように
なっている。
【００５４】
　工程６．（図４（ａ））
　前記保護膜７の上方からたとえばＰ（－）型不純物をイオン打ち込みする。このイオン
打ち込みは、前記半導体層ＰＳのうち、平面的に観て、少なくとも前記第１絶縁膜３の開
口ＨＬ１内の領域に前記Ｐ（－）型不純物がドープされるように加速エネルギーの調整が
なされる。これにより、前記第１絶縁膜３の開口ＨＬ１内の半導体層ＰＳ内にチャネル領
域８が形成される。
【００５５】
　工程７．（図４（ｂ））
　前記保護膜７の上方からたとえばＮ（－）型不純物をイオン打ち込みする。このイオン
打ち込みは、前記半導体層ＰＳのうち、平面的に観て、前記第２絶縁膜４の開口ＨＬ２内
であって前記第１絶縁膜３上の領域に前記Ｎ（－）型不純物がドープされるように加速エ
ネルギーの調整がなされる。これにより、前記第２絶縁膜４の開口ＨＬ２内であって前記
第１絶縁膜３上の半導体層ＰＳ内にＬＤＤ領域９が形成される。この場合、前記ＬＤＤ領
域９は前記チャネル領域８と途切れのない連続した状態となっている。
【００５６】
　工程８．（図４（ｃ））
　前記保護膜７の上方からたとえばＮ（＋）型不純物をイオン打ち込みする。このイオン
打ち込みは、前記半導体層ＰＳのうち、平面的に観て、少なくとも前記第２絶縁膜４の開
口ＨＬ２外であって前記第２絶縁膜４上の領域に前記Ｎ（＋）型不純物がドープされるよ
うに加速エネルギーの調整がなされる。これにより、前記第２絶縁膜４の開口ＨＬ２外で
あって前記第２絶縁膜４上の半導体層ＰＳ内にソース・ドレイン領域１０が形成される。
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この場合、前記ソース・ドレイン領域１０は前記ＬＤＤ領域９と途切れのない連続した状
態となっている。
【００５７】
　工程９．（図４（ｄ））
　前記保護膜７にスルーホール１１を形成することによって、前記半導体層ＰＳのソース
・ドレイン領域１０の一部を露出させる。そして、前記保護膜７上に、前記スルーホール
１１を通して前記ソース・ドレイン領域１０と電気的に接続されるソース・ドレイン電極
１２を形成する。
【００５８】
　このように製造される薄膜トランジスタは、その半導体層ＰＳが段差構造を有すること
を利用し、自己整合的に、チャネル領域８、ＬＤＤ領域９、およびソース・ドレイン領域
１０を形成するようにしている。したがって、この各領域を形成する際のフォトマスク工
程を不要とすることができる。
【００５９】
　そして、薄膜トランジスタの完成までに、５回のフォトマスク工程を行うことで済むよ
うになる。すなわち、それぞれのフォトマスク工程は、前記ゲート電極２の形成、前記第
１絶縁膜３および第２絶縁膜４の形成、半導体層ＰＳの形成、保護膜７の形成、ソース・
ドレイン電極１２の形成の際に行えばよいことになる。
【００６０】
　なお、上述した製造方法は、工程６（図４（ａ））においてチャネル領域８を形成した
ものである。しかし、これに限定されることはなく、たとえば、工程４（図３（ｄ））に
おいて半導体層ＰＳの全域にＰ（－）型不純物をイオン打ち込みすることによって前記チ
ャネル領域８を形成するようにしてもよい。
【００６１】
〈実施例２〉
（薄膜トランジスタ）
　図５は、前記基板ＳＵＢ１上に形成される薄膜トランジスタの実施例２の断面図である
。
【００６２】
　図５において、基板ＳＵＢ１の表面にゲート電極２が形成されている。このゲート電極
２は平面的に観て、後述する薄膜トランジスタの半導体層ＰＳのチャネル領域のみでなく
前記半導体層ＰＳに重なるように形成されている。後述で明らかとなるように、前記ゲー
ト電極２上に形成される絶縁膜２１によってテーパで連結される段差を作る必要があるか
らである。
【００６３】
　基板ＳＵＢ１の表面には、前記ゲート電極２をも被って絶縁膜２１が形成されている。
この絶縁膜２１には、平面的に観て、薄膜トランジスタの半導体層ＰＳのチャネル領域と
重なる部分に開口ＨＬ３が形成されている。そして、前記開口ＨＬ３は、その側壁面にお
いて基板ＳＵＢ１側から末広がるテーパが形成されている。
【００６４】
　基板ＳＵＢ１上には、前記絶縁膜２１をも被ってゲート絶縁膜５が形成されている。こ
のゲート絶縁膜５の表面は前記絶縁膜２１の開口ＨＬ３が浮上して開口ＨＬ３'が形成さ
れている。
【００６５】
　前記ゲート絶縁膜５の上面には前記ゲート電極２と重ねられるようにして半導体層ＰＳ
が形成されている。前記半導体層ＰＳは、平面的に観て、少なくとも前記絶縁膜２１の開
口ＨＬ３内においてチャネル領域８が形成され、前記絶縁膜２１のテーパ上においてＬＤ
Ｄ領域９が形成され、前記絶縁膜２１の表面上においてソース・ドレイン領域１０が形成
されている。ここで、前記チャネル領域８、ＬＤＤ領域９、およびソース・ドレイン領域
は半導体層ＰＳ内において途切れのない連続した状態で形成されている。
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【００６６】
　基板ＳＵＢ１上には、前記半導体層ＰＳをも被って保護膜７が形成されている。この保
護膜７の表面は平坦に形成されている。そして、前記保護膜７の上面には、該保護膜７に
形成されたスルーホール１１を通して前記ソース・ドレイン領域１０の一部と接続される
ソース・ドレイン電極１２が形成されている。
【００６７】
（薄膜トランジスタの製造方法）
　図６（ａ）ないし（ｄ）、および図７（ａ）ないし（ｄ）は、図５に示した薄膜トラン
ジスタの製造方法の一実施例を示す工程図である。以下、工程順に説明をする。
【００６８】
　工程１．（図６（ａ））
　基板ＳＵＢ１の表面にたとえばシリコン窒化膜等からなる下地層２０を形成する。そし
て、この下地層２０の上面に、たとえば金属からなる導電膜を形成し、フォトリソグラフ
ィ技術による選択エッチングにより、ゲート電極２を形成する。
【００６９】
　工程２．（図６（ｂ））
　基板ＳＵＢ１上に、前記ゲート電極２をも被って、たとえばシリコン窒化膜からなる約
１００ｎｍの膜厚の絶縁膜２１を形成する。次に、前記絶縁膜２１に開口ＨＬ３を設ける
。この開口ＨＬ３は薄膜トランジスタのチャネル領域に相当する領域を露出させ、その側
壁面において基板ＳＵＢ１側から末広がるテーパが形成されている。前記絶縁膜２１の表
面から約１０ｎｍの厚さの部分において残りの厚さの部分よりＨＦ系のエッチング液に対
してエッチングレートが高い膜とすることで、前記開口ＨＬ３にテーパを形成することが
できる。前記絶縁膜２１のこのような形状の開口は、後述する半導体層ＰＳを段差構造に
形成するように機能する。
【００７０】
　次に、前記絶縁膜２１の上面に前記開口ＨＬ３をも被ってゲート絶縁膜５を形成する。
このゲート絶縁膜５はその表面において前記前記開口ＨＬ３の形状が浮上し開口ＨＬ３'
を形成するようになる。
【００７１】
　そして、前記ゲート絶縁膜５の上面にアモルファスシリコン層を形成し、該アモルファ
スシリコン層をレーザ照射によってポリシリコン層に変質させ、このポリシリコン層をパ
ターン化することにより半導体層ＰＳを形成する。この半導体層ＰＳは、前記ゲート電極
２と重畳するように形成され、前記開口ＨＬ３'の底面、テーパ、表面周囲にわたって形
成される。
【００７２】
　工程３．（図６（ｃ））
　前記ゲート絶縁膜５の上面に、前記半導体層ＰＳをも被って、保護膜７を形成する。こ
の保護膜７は、塗布によって形成できる有機絶縁膜で、平坦化された表面を有するように
なっている。
【００７３】
　工程４．（図６（ｄ））
　前記保護膜７の上方からたとえばＰ（－）型不純物をイオン打ち込みする。このイオン
打ち込みは、前記半導体層ＰＳのうち、平面的に観て、前記ゲート絶縁膜５の開口ＨＬ３
'の少なくとも底面の領域に前記Ｐ（－）型不純物がドープされるように加速エネルギー
の調整がなされる。これにより、前記ゲート絶縁膜５の開口ＨＬ３'の底面付近の半導体
層ＰＳ内にチャネル領域８が形成される。
【００７４】
　工程５．（図７（ａ））
　前記保護膜７の上方からたとえばＮ（－）型不純物をイオン打ち込みする。このイオン
打ち込みは、前記半導体層ＰＳのうち、平面的に観て、前記ゲート絶縁膜５の開口ＨＬ３
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'のテーパ上の領域に前記Ｎ（－）型不純物がドープされるように加速エネルギーの調整
がなされる。これにより、前記ゲート絶縁膜５の開口ＨＬ３'のテーパ上の半導体層ＰＳ
内にＬＤＤ領域９が形成される。
【００７５】
　工程６．（図７（ｂ））
　前記保護膜７の上方からたとえばＮ（＋）型不純物をイオン打ち込みする。このイオン
打ち込みは、前記半導体層ＰＳのうち、平面的に観て、前記ゲート絶縁膜５の少なくとも
開口ＨＬ３'の周辺の表面上の領域に前記Ｎ（＋）型不純物がドープされるように加速エ
ネルギーの調整がなされる。これにより、前記ゲート絶縁膜５の開口ＨＬ３'の周辺の表
面上の半導体層ＰＳ内にソース・ドレイン領域１０が形成される。
【００７６】
　工程７．（図７（ｃ））
　前記保護膜７にスルーホール１１を形成し、ソース・ドレイン領域１０の一部を露出さ
せる。
【００７７】
　工程８．（図７（ｄ））
　前期保護膜７上に、前記スルーホール１１を通して、前記ソース・ドレイン領域１０に
電気的に接続されたソース・ドレイン電極１２を形成する。
【００７８】
　なお、上述した製造方法は、工程４（図６（ｄ））においてチャネル領域８を形成した
ものである。しかし、これに限定されることはなく、たとえば、工程２（図６（ｂ））に
おいて半導体層ＰＳの全域にＰ（－）型不純物をイオン打ち込みすることによって前記チ
ャネル領域８を形成するようにしてもよい。
【００７９】
〈実施例３〉
　図８は、前記基板ＳＵＢ１上に形成される薄膜トランジスタの実施例３の断面図で、図
１と対応した図となっている。
【００８０】
　図１の場合と比較して異なる構成は、まず、保護膜３０にある。この保護膜３０は半導
体層ＰＳのチャネル領域８およびＬＤＤ領域９を被って形成されているが、ソース・ドレ
イン領域１０を露出させて形成されている。このため、ソース・ドレイン電極１３は、前
記ソース・ドレイン領域１０に電気的に接続され、第２絶縁膜４上に引き出されて形成さ
れている。
【００８１】
（薄膜トランジスタの製造方法）
　図９（ａ）ないし（ｅ）、図１０（ａ）ないし（ｃ）、および図１１（ａ）、（ｂ）は
、図８に示した薄膜トランジスタの製造方法の一実施例を示す工程図である。以下、工程
順に説明をする。
【００８２】
　工程１．（図９（ａ））
　基板ＳＵＢ１の表面にたとえば金属からなる導電膜を形成し、フォトリソグラフィ技術
による選択エッチングにより、ゲート電極２を形成する。
【００８３】
　工程２．（図９（ｂ））
　基板ＳＵＢ１上に前記ゲート電極２をも被って第１絶縁膜３、第２絶縁膜４を順次形成
する。第１絶縁膜３、第２絶縁膜４のそれぞれの膜厚はたとえば５０ｎｍ以上とする。
【００８４】
　工程３．（図９（ｃ））
　前記第１絶縁膜３、第２絶縁膜４に、それぞれ、同心状の開口ＨＬ１、開口ＨＬ２を設
ける。前記第１絶縁膜３に形成した開口ＨＬ１は面積を小さく、前記第２絶縁膜４に形成
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した開口ＨＬ２は面積を大きく形成する。ここで、前記第１絶縁膜３に形成した開口ＨＬ
１は、平面的に観て、後述の薄膜トランジスタのチャネル領域に重ねられるようになって
いる。また、第１絶縁膜３に形成した開口ＨＬ１の側壁面、第２絶縁膜４に形成した開口
ＨＬ２の側壁面は、それぞれ、基板ＳＵＢ１側から末広がるテーパが形成されるようにな
っている。
【００８５】
　工程４．（図９（ｄ））
　前記第１絶縁膜２、前記第２絶縁膜３上に、それらの開口ＨＬ１、開口ＨＬ２をも被っ
て、シリコン酸化膜からなるゲート絶縁膜５を形成する。
【００８６】
　次に、前記ゲート絶縁膜５の上面にアモルファスシリコン層を形成し、該アモルファス
シリコン層をレーザ照射によってポリシリコン層に変質させた半導体層６を形成する。
【００８７】
　工程５．（図９（ｅ））
　前記半導体層６の上面に感光性塗布型の保護膜３０を形成する。この保護膜３０は表面
を平坦化して形成する。次に、前記保護膜３０を薄膜トランジスタの半導体層形成領域に
おいて残存させ、残存された該保護膜３０をマスクとして前記半導体層６をエッチングし
、これにより、パターン化された半導体層ＰＳを形成する。
【００８８】
　工程６．（図１０（ａ））
　前記保護膜３０の上方からたとえばＰ（－）型不純物をイオン打ち込みする。このイオ
ン打ち込みは、前記半導体層ＰＳのうち、平面的に観て、前記第１絶縁膜３の開口ＨＬ１
内の領域に前記Ｐ（－）型不純物がドープされるように加速エネルギーの調整がなされる
。これにより、前記第１絶縁膜３の開口ＨＬ１内の半導体層ＰＳ内にチャネル領域８が形
成される。
【００８９】
　工程７．（図１０（ｂ））
　前記保護膜３０の上方からたとえばＮ（－）型不純物をイオン打ち込みする。このイオ
ン打ち込みは、前記半導体層ＰＳのうち、平面的に観て、前記第２絶縁膜４の開口ＨＬ２
内であって前記第１絶縁膜３上の領域に前記Ｎ（－）型不純物がドープされるように加速
エネルギーの調整がなされる。これにより、前記第２絶縁膜４の開口ＨＬ２内であって前
記第１絶縁膜３上の半導体層ＰＳ内にＬＤＤ領域９が形成される。
【００９０】
　工程８．（図１０（ｃ））
　前記保護膜３０の上方からたとえばＮ（＋）型不純物をイオン打ち込みする。このイオ
ン打ち込みは、前記半導体層ＰＳのうち、平面的に観て、前記第２絶縁膜４の開口ＨＬ２
外であって前記第２絶縁膜４上の領域に前記Ｎ（＋）型不純物がドープされるように加速
エネルギーの調整がなされる。これにより、前記第２絶縁膜４の開口ＨＬ２外であって前
記第２絶縁膜４上の半導体層ＰＳ内にソース・ドレイン領域１０が形成される。
【００９１】
　工程９．（図１１（ａ））
　前記保護膜３０をウェットエッチあるいはドライエッチによって途中の厚さまでエッチ
ングし、前記半導体層ＰＳのソース・ドレイン領域１０を露出させる。この場合、前記エ
ッチングによって、ゲート絶縁膜５も前記半導体層ＰＳ下の部分を除いてエッチングされ
る。
【００９２】
　工程１０．（図１１（ｂ））
　前記ソース・ドレイン領域１０上を被い、第２絶縁膜４の表面に延在されるソース・ド
レイン電極１３を形成する。
【００９３】
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　なお、上述した製造方法は、工程６（図１０（ａ））においてチャネル領域８を形成し
たものである。しかし、これに限定されることはなく、たとえば、工程４（図９（ｄ））
において半導体層６の全域にＰ（－）型不純物をイオン打ち込みすることによって前記チ
ャネル領域８を形成するようにしてもよい。
【００９４】
〈実施例４〉
　図１２は、前記基板ＳＵＢ１上に形成される薄膜トランジスタの実施例４の断面図で、
図５に対応した図となっている。
【００９５】
　図５の場合と比較して異なる構成は、まず、保護膜３０にある。この保護膜３０は半導
体層ＰＳのチャネル領域８およびＬＤＤ領域９を被って形成されているが、ソース・ドレ
イン領域１０を露出させて形成されている。このため、ソース・ドレイン電極１３は、前
記ソース・ドレイン領域１０に電気的に接続され、絶縁膜２１上に引き出されて形成され
ている。
【００９６】
（薄膜トランジスタの製造方法）
　図１３（ａ）ないし（ｄ）、図１４（ａ）ないし（ｃ）、および図１５（ａ）、（ｂ）
は、図１２に示した薄膜トランジスタの製造方法の一実施例を示す工程図である。以下、
工程順に説明をする。
【００９７】
　工程１．（図１３（ａ））
　基板ＳＵＢ１の表面にたとえばシリコン窒化膜等からなる下地層２０を形成する。そし
て、この下地層２０の上面に、たとえば金属からなる導電膜を形成し、フォトリソグラフ
ィ技術による選択エッチングにより、ゲート電極２を形成する。
【００９８】
　工程２．（図１３（ｂ））
　基板ＳＵＢ１上に、前記ゲート電極２をも被って、たとえばシリコン窒化膜からなる約
１００ｎｍの膜厚の絶縁膜２１を形成する。次に、前記絶縁膜２１に開口ＨＬ３を設ける
。この開口ＨＬ３は薄膜トランジスタのチャネル領域に相当する領域を露出させ、その側
壁面において基板ＳＵＢ１側から末広がるテーパが形成されている。
【００９９】
　次に、前記絶縁膜２１の上面に前記開口ＨＬ３をも被ってゲート絶縁膜５を形成する。
このゲート絶縁膜５はその表面において前記前記開口ＨＬ３の形状が浮上し開口ＨＬ３'
を形成するようになる。
【０１００】
　工程３．（図１３（ｃ））
　次に、前記ゲート絶縁膜５の上面にアモルファスシリコン層を形成し、該アモルファス
シリコン層をレーザ照射によってポリシリコン層に変質させた半導体層６を形成する。
【０１０１】
　そして、前記半導体層６の上面に感光性塗布型の保護膜３０を形成する。この保護膜３
０は表面を平坦化して形成する。
【０１０２】
　工程４．（図１３（ｄ））
　次に、前記保護膜３０を薄膜トランジスタの半導体層形成領域において残存させ、残存
された該絶縁膜３０をマスクとして前記半導体層６をエッチングし、これにより、パター
ン化された半導体層ＰＳを形成する。
【０１０３】
　工程５．（図１４（ａ））
　前記保護膜３０の上方からたとえばＮ（－）型不純物をイオン打ち込みする。このイオ
ン打ち込みは、前記半導体層ＰＳのうち、平面的に観て、前記ゲート絶縁膜５の開口ＨＬ
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３'のテーパ上の領域に前記Ｎ（－）型不純物がドープされるように加速エネルギーの調
整がなされる。これにより、前記ゲート絶縁膜５の開口ＨＬ３'のテーパ上の半導体層Ｐ
Ｓ内にＬＤＤ領域９が形成される。
【０１０４】
　工程６．（図１４（ｂ））
　前記保護膜３０の上方からたとえばＮ（－）型不純物をイオン打ち込みする。このイオ
ン打ち込みは、前記半導体層ＰＳのうち、平面的に観て、前記ゲート絶縁膜５の開口ＨＬ
３'のテーパ上の領域に前記Ｎ（－）型不純物がドープされるように加速エネルギーの調
整がなされる。これにより、前記ゲート絶縁膜５の開口ＨＬ３'のテーパ上の半導体層Ｐ
Ｓ内にＬＤＤ領域９が形成される。
【０１０５】
　工程７．（図１４（ｃ））
　前記保護膜３０の上方からたとえばＮ（＋）型不純物をイオン打ち込みする。このイオ
ン打ち込みは、前記半導体層ＰＳのうち、平面的に観て、前記ゲート絶縁膜５の少なくと
も開口ＨＬ３'の周辺の表面上の領域に前記Ｎ（＋）型不純物がドープされるように加速
エネルギーの調整がなされる。これにより、前記ゲート絶縁膜５の開口ＨＬ３'の周辺の
表面上の半導体層ＰＳ内にソース・ドレイン領域１０が形成される。
【０１０６】
　工程８．（図１５（ａ））
　前記保護膜３０をウェットエッチあるいはドライエッチによって途中の厚さまでエッチ
ングし、前記半導体層ＰＳのソース・ドレイン領域１０を露出させる。この場合、前記エ
ッチングによって、ゲート絶縁膜５も前記半導体層ＰＳ下の部分を除いてエッチングされ
る。
【０１０７】
　工程９．（図１５（ｂ））
　前記ソース・ドレイン領域１０上を被い、第２絶縁膜４の表面に延在されるソース・ド
レイン電極１３を形成する。
【０１０８】
　なお、上述した製造方法は、工程５（図１４（ａ））においてチャネル領域８を形成し
たものである。しかし、これに限定されることはなく、たとえば、工程３．（図１３（ｃ
））において半導体層６の全域にＰ（－）型不純物をイオン打ち込みすることによって前
記チャネル領域８を形成するようにしてもよい。
【０１０９】
　上述した実施例では、いずれも薄膜トランジスタはソース・ドレイン領域にＮ型不純物
がドープされたＮ型薄膜トランジスタについて説明したものである。しかし、これに限定
されることはなく、Ｐ型薄膜トランジスタにおいても適用できる。
【０１１０】
　上述した実施例では、いずれも薄膜トランジスタの半導体層ＰＳにＬＤＤ層９を備えた
構成となっているものである。しかし、このＬＤＤ層９は形成されていなくてもよい。こ
の場合、実施例１では、第２絶縁膜４を形成しない構成とすることができる。
【０１１１】
　上述した実施例では、液晶表示装置を例に揚げて本発明を説明したものである。しかし
、有機ＥＬ表示装置等の他の表示装置にも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１１２】
【図１】本発明の表示装置に形成される薄膜トランジスタの実施例１の断面図である。
【図２】本発明の表示装置の概略を示す平面図である。
【図３】図４とともに、実施例１の薄膜トランジスタの製造方法の工程を示す図である。
【図４】図３とともに、実施例１の薄膜トランジスタの製造方法の工程を示す図である。
【図５】本発明の表示装置に形成される薄膜トランジスタの実施例２の断面図である。
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【図６】図７とともに、実施例２の薄膜トランジスタの製造方法の工程を示す図である。
【図７】図６とともに、実施例２の薄膜トランジスタの製造方法の工程を示す図である。
【図８】本発明の表示装置に形成される薄膜トランジスタの実施例３の断面図である。
【図９】図１０、図１１とともに、実施例３の薄膜トランジスタの製造方法の工程を示す
図である。
【図１０】図９、図１１とともに、実施例３の薄膜トランジスタの製造方法の工程を示す
図である。
【図１１】図９、図１０とともに、実施例３の薄膜トランジスタの製造方法の工程を示す
図である。
【図１２】本発明の表示装置に形成される薄膜トランジスタの実施例４の断面図である。
【図１３】図１４、図１５とともに、実施例４の薄膜トランジスタの製造方法の工程を示
す図である。
【図１４】図１３、図１５とともに、実施例４の薄膜トランジスタの製造方法の工程を示
す図である。
【図１５】図１３、図１４とともに、実施例４の薄膜トランジスタの製造方法の工程を示
す図である。
【符号の説明】
【０１１３】
ＳＵＢ１、ＳＵＢ２……基板、ＳＬ……シール材、ＡＲ……液晶表示領域、ＦＰＣ……フ
レキシブル基板、ＳＣＮ……半導体装置、Ｖ……走査信号駆動回路、ＲＧＢＳ……ＲＧＢ
スイッチング回路、ＧＬ……ゲート信号線、ＤＬ……ドレイン信号線、ＣＬ……対向電圧
信号線、ＴＦＴ……薄膜トランジスタ、ＰＸ……画素電極、ＣＴ……対向電極、ＰＳ、６
……半導体層、２……ゲート電極、３……第１絶縁膜、４……第２絶縁膜、５……ゲート
絶縁膜、７、３０……保護膜、８……チャネル領域、９……ＬＤＤ領域、１０……ソース
・ドレイン領域、１２、１３……ソース・ドレイン電極。
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【要約の続き】
レイン領域を形成する工程を経て形成する。
【選択図】図１
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